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1 .はじめに
半導体超格子中を伝導する電子は、電界で加速されるとミニプリルアンゾーン内を高速に往復運
動することが知られている。このブロツホ振動という現象を用いて波長可変のテラヘルツ光源を実
現しようという試みが過去40年間続けられて来ている[1J0 我々は、ブロッホ振動する電子が電
磁波を増幅する利得を有していることを実験的に示してきたが[2J、最後に残された課題は超格子
の微分負性抵抗に起因する高電界ドメインの発生をいかに抑制するかであるロ本研究の目的は、半
導体超格子にジャイロトロンからの強力なサブテラヘルツの電磁波を照射し、電子伝導を制御する
ことにより、高電界ドメインの発生を抑制し[3J、プロッホ発振器の実現の基礎を築くことであるロ
2.実験方法
用いた試料は約 1X1016cm-3のSiをドープしたGaAs/A1As超格子であり、 10X10μdのメサ構造
にダイポールアンテナを集積化したものである。また試料の裏面にはSiの超半球レンズを装着し、
ジャイロトロンからの放射が有効に試料に集光されるように阻置した。用いたジャイロトロンは
400 GHzで発振し、最大60Wの出カが得られるものであるロ試料の加熱を避けるために、試料には
パルス電圧を印加し、ボックスカー積分器を用いて超格子を流れる電流を計測した.このとき、ジ
ャイロトロンからの電磁波を照射し、サブテラヘルツ光の有無による電流の変化を計測したロ
3. 結果と考察
半導体超格子は本来微分負性抵抗を有しているが、電流ー電圧測定では高電界ドメインの形成の
ために、なめらかに増加する電流ー電圧特性を示す。また、高電界ドメインの形成のため、わずか
にヒステリシスも観測された。この状態でジャイロトロンからの放射を照射したところ、出力が 28
W以上で、照射電磁波パワーに依存しないバイアス不動点が観測された。この不動点以下のバイア
ス電圧では、電磁波の照射とともに電流が減少し、一方、不動点以上の電圧では電流が増加した。
また、不動点のバイアス電圧はジャイロトロンからの電磁波の光子エネルギーhωに超格子の層数N
をかけた値陥ω/eにほぼ等しかった。このことは、ジャイロトロンからの強力なサブテラヘルツ
の電磁波の照射により、高電界ドメインが消失し、超格子中に均一な電界分布が実現できたことを
意味している。
4 まとめ
本研究は、強力なサプテラヘルツの電磁波の照射により高電界ドメインが抑制できることを実験
的に初めて示したものであり、電圧駆動型のブロッホ発振器の実現に向けた大きな一歩となった。
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